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【はじめに】 

シリコンナノワイヤトランジスタ（SiNW FET）

は構造上高い短チャネル効果耐性を持ち[1]、

CMOS スケーリング極限におけるデバイス構造

として有望である。ゲート酸化膜厚を薄膜化する

ことで、さらなるゲート電極によるチャネル制御

性の向上が見込まれる。また、SiNW 構造による

ゲート容量の増加が見込まれる[2]。 

【目的】 

ゲート Si 酸化膜厚の異なる SiNW FET を作製

し、電気特性を検討する。 

【実験方法】 

SOI ウエハを用いて、semi gate-around 構造[3]

を持つ SiNW pFETと planar SOI pFETを同一ウエ

ハ上に作製した。絶縁膜厚は、 rapid thermal 

oxidation process によりシリコン酸化膜を、3, 2, 

1.5 nm を狙い成膜した。モニター用バルク Si 基

板にて所望の膜厚で成膜されたことを確認した。

SiNW 断面は曲率のある角を持った長方形であ

り、チャネル幅 wNW = 14~17 nm, チャネル高さ 

hNW= 9~10 nm であった。 

【結果】 

ゲート長が 500 nm と 200 nm のデバイスを

Split-CV 法により評価を行い、得られた CV 特性

から等価酸化膜容量(EOT)を求めた。透過電子顕

微鏡(TEM)観察から得た物理酸化膜厚との関係

を図 1 に示す。EOT は物理酸化膜厚と同等かそ

れ以下の値であった。これは、SiNW 構造により

ゲート容量が増大したためと考えられる。物理ゲ

ート長が 65 nm のデバイスを用いて SiNW pFET

の ION/IOFF 特性を評価したところ、ゲート絶縁膜

厚が薄くなるほど ION/IOFF 比が改善した。同じ膜

厚のゲート酸化膜を用いた場合、プレーナ型 FET

と比較して、SiNW FET ではより EOT を低減で

き、さらに ION/IOFF 特性の改善が図ることができ

ると考えられる。 
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Figure 1. Relationship between equivalent oxide 
thickness and physical oxide thickness. 
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Figure 2. ION/IOFF ratio of SiNW pFETs as a function 

of gate oxide thickness. 


